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はじめに：静電塗布(ESD)法[1]は溶液ベースの成膜技術であり、低装置コスト、高材料利用効率、

大面積対応性等の特徴を有し、積層構造への応用も期待される。我々は、引き出し電極を付加し

た三電極型 ESD法をナノミスト堆積法(NMD 法)[2][3]と呼称し、低分子材料等の成膜特性を検討し

てきた。静電塗布では、ノズルへの印加電圧を増加すると液糸が単一のコンバージェント（CJ）

モードから複数に枝分かれするマルチジェット（MJ）モードに移行する。本研究では、低分子緑

色発光材料である Alq3を用い、成膜特性と噴霧モードの関係を評価した。 

実験：ITO(155nm)コートガラス上に、Alq3溶液(1.0mg/mL、クロロベンゼン+DMSO30vol%)を NMD

法で数秒間堆積し、モード毎の堆積跡の直径分布を電子顕微鏡（SEM）で測定した。また、Alq3

溶液(1.0mg/mL,クロロベンゼン+DMSO50%)を用い、マルチモードでAlq3薄膜を約 100nm成膜し、

その表面状態のノズル－基板間距離（ミストの乾燥状態）依存性を白色干渉顕微鏡で評価した。 

結果と考察：Fig1 と Fig2 に CJ モードと MJ モードにおける基板面上でのミストの堆積跡直径分

布と SEM 像を示す。CJ モードでは平均直径 10m、標準偏差 4.5mであったが、MJ モードでは

平均直径 500nm、標準偏差 453nm と大幅に低減した。この結果から MJ モードでは堆積するミス

ト径のばらつきを抑え、細かく均一なミストによる成膜が可能であることがわかった。Fig.3 に

MJ モードで成膜した厚さ約 100nm の Alq3-薄膜の表面像を示す。ミストの乾燥状態を成膜距離で

適切に制御することによって RMS 値 7.8nm の良好な平坦性を有する低分子 Alq3薄膜が成膜でき

ることを確認した。 
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Fig.1: Particle size distribution 

in convergent mode and the 

SEM image 
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Fig.2: Particle size distribution in 

multimode and the SEM image 
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Fig.3: Optical surface profiler 

image of the surface when 

depositing the Alq3 film about 
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